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УДК 621.382.3.012(083.74) Группа Э20

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРАНЗИСТОРЫ
Перечень основных и справочных электрических 

параметров
Transistors List of basic and reference 

electrical parameters

гост
1 5 1 7 2 — 7 0 *

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 12/1 1970 г. № 28 срок введения установлен

с 1/V11 1970 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые транзисторы всех классов и устанавливает перечень основ
ных и справочных электрических параметров.

Основные параметры контролирует «ли гарантирует предприя
тие-изготовитель.

Справочные параметры вместе с основными используются при 
разработке и расчетах радиотехнических схем и включаются в 
каталоги и справочники.

Вольтамперные и другие характеристики относятся к справоч
ным данным и приведены в справочном приложении 1, наименова
ния основных и справочных параметров даны в справочном прило
жении 2.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 2 1971 г.).

2. Основные и справочные параметры транзисторов должны 
соответствовать указанным в таблице.

Классы транзисторов
Параметры

Основные I Справочные

Транзисторы малой 
мощности (Рт&х^0уЗВпг) 
низкой частоты 
( / г < 3  МГц)

/  с  в о hzieZ (hz
/т  ( f h2 l b ) t  Г*^ Р Стах,

П с е  m ail П е в  max,’ 
J c m a x i  t j m a z

H ( L ) * * c e o ; I c b s ;  I f b o ;
hizb (hi2e) f  ^22b (fl22e)i  
h u b  ( h u e ) ;  R t h  3a;
Я  BE ma x j  
П в JEmax/ I c M m a x t  
P m  max? lamb  min

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание (апрель 1972 г.) с изменением М 1, принятым в феврале 1971 г



Стр. 2 ГОСТ 15172—70

Продолжение
Параметры

Классы транзисторов Основные | Справочные

Транзисторы малой 
мощности (Pmax^0,35rn) 
средней частоты 
(3 М Г ц < { т< 30 М Г ц )

1с во', ^21с (^21 к ) ;
F*/ / г  ( / / ( 2 1 &Д С с; 
Гл’г». Се /  Р с т а г /
Й с в ш а х »  C c E tn a x J  
/ с т а х »  ^jmax

U ( L ) * * c e o ; / c b s ;  / е в о ;  
Яе ( ^ И с Д  1̂1а» ^22cj 
Г120 |У21<?|»' / »
Я/л j o /  Я  я Em ах»
/ е м т а х /  Я м  m ax /
/ п т Ь  min

Транзисторы малой 
мощности ( Р т & х ^ 0 , З В т )  
высокой частоты 
(Э0 М Г ц < 1 Т < 3 0 0 М Г ц )

/ с в о /  fo i* /  / г  ( / л 2 1 ь ) ;
F ;  С с/ ()• С с;
Я с т а х ?  С  с в т  а х/ 
С с в т а х /
/ с т а х ?  ^ ‘т а х

£/<Х)**с*о; / с в в ;
/ е в  о; | ^ 21е|/
Я<? f / l i l e ) /  /?£ ( T i l e /  Г 22«’j 
У i2e, У21е}» / ^  (Упе.» УгЗс,
Г 12е?̂
Я м  jo /  Я в в т а х »
С в я т а х /  / е м т а х »
Я  М т а х »  ^am bta la

Транзисторы средней 
мощности 
(0,3 В т < Р ш а * <
< 1 , 5  В т )
и большой мощности 
( Я т а х > 1 , 5  В т )  низкой 
частоты (7т  <3 М Г ц )

Ic BO\  fr (fh2lb); 
Я с т а х »  Г !с в т а х /  
С е к т а х /  t / в в т а х »  
/ с т а х »  ^jmax

U ( L ) * * с е о ; / c b s ; / е в о ;
Я<Л j a /  Я(Л jc/ Я в Е т а х »

/ с м  т а х »  Я м т а х /  С е в / / /  
^amb min

Транзисторы средней 
мощности 
(0,3 В т<Я тах^
< 1 , 5  В т )
н большой мощности 
( Р т а х > 1 , 5  В т )  средней 
частоты
(3 Л * А К / Т < 3 0  М Г ц )

/ с в о »  / е в о » Ь\2Е\ 
/ т  Я с т а х ?  
С с в т а х /  С с Е т а х /  
С в Е т а х »  / с т а х /
/ jm a x

n(L)**cEo; / c b s ;
Я с  ( h\ \e) ;  У21Е;

Ь ‘ Сс/  Сс/  P th  jo»
Я / л  j c/ U  BEsat\  Р в е  max» 
/ c e o f m a x ?  / с А г т а х /
^ e b  я ;
Я о и * ;  Ям m ax /  / о т Ь ш ш

Транзисторы средней 
мощности 
(0 ,3  В / Я < Я т а х <
< 1 , 5  В т )
и большой мощности 
( Г>ю а х >  1,5 В т )  высокой 
частоты
(30 М Г ц < } Т < Ш  М Г ц )

Ic BOt  i e /  / г  ( / л г и ^ ;  
Д с т а х ?  С с в т а х /  
/ с т а х »  ^ ‘т а х

/ / ( Х ) * * С Е < > ;  / c b s »*
t'b b • С с/  Сс/
Я*? (Уне, У220 У 12о У2*е);
/»П (^УНе, У22е, У 12с, Y2ie)t  
/ е в  О» /«/ UBE$atj  & Е В  fit 
Р ве max» f e s a t m ax /  
/ с м т а ± /  Я о « * /  Я м  т а х »
tamb min

* Параметр относится только к транзисторам с низким уровнем шумов.
** Для ранее разработанных транзисторов допускается использовать пара

метр U а .

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 2 1971 г.).
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3. Для переключающих транзисторов, кроме параметров, ука
занных в таблице, основными являются ton* 2̂1 К, » f/cEtat
справочными (JCEMmaxt Rth jcMi to/у*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 15172—70 
Справочное

Вольтамперные и другие характеристики параметров транзисторов

Классы транзисторов Характеристики

Транзисторы малой мощ
ности (Рш а*< 0,3  Вт)  низ
кой частоты (/г <3 МГц)

Транзисторы малой мощ
ности (Яшах**0,3 Вт)  сред
ней частоты ч
(3 М Ги</т<30 МГц) высо

кой частоты ч
(30 М Г ц < Ь < М 0 МГц)

hzis ~  /  (7е) при Осе — const 
7с *  /  (О се)  при Iв  *= const 
f/ju? =  /  при f/cE = const 

7  с в о  «  f  ( t j )  при f/св  -  const 
Осеш&х =  f  (Rbjs)  При /с  = const
/*ш а х  =  f  (^ a m b )

J im f^ c  =* var)
Аш  f£/<7 “  const) 
Ащ (7c «= var) 
h i k i  ( 7 c  “  const) 
Ащ (tj *  var)

при 7C; ft tj =  const 

при f/c; f; fj — const

Лш (tj=* const)' при ^  f t Ic -  const
/?tA jcM ■= f (параметры импульса)

7с =*1(С/се) при /в *= const 
VcEto&x — / (Яве,) при /с  = const 
f/вЕ ~  f (^в) при f/cE =* const 
7CBO=*f (h)  при Осв  «  const 
A21 E ** f  (7e)  при f/cE ** const
Pm a x  “  f О f lm b )

Yiki (77c ** var) _ . ,
Кш  (Uc = const) при /c; -  const
Уш (7c “  var) п г j 1

~y^(/c~=Tonsi) при Л ft - const
Ущ (f °  var) 
Уш ([—const) 
Ущ (tj =* var) 
Уш <7,=const)

- при f/c; /с ; ^  — const 

при Oc\7cl  f =  const
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Продолжение

Классы транзисторов Характеристики

Транзисторы средней 
(0,3 Bm<Pmax^\,5 В т) и 

большой (Рт&х>\,Ь Вт)
МОЩНОСТИ

I c  = f ( U C e )  при 1в = const 
l c  = f прк =■ const для малых токов к 

напряжений (начальные участки вольтамлерных 
выходных характеристик)

Ub e  — f ( I в) при U с е  “  const 
I c  В О = / (tj) при U  СВ — const 
U c E m & x  = f ( R b e )  при I c  = const
^Cmax ~ f ( t a m b )

hziE = f ( I c )  при U c e  = const 
U c E s a t  = f ( K s )  ПрИ I c  = Const

П р и м е ч а н и е ,  h^ki— параметры четырехполюсника при холостом ходе на
входных зажимах и коротком замыкании на выход
ных зажимах;

Y i h i — параметры четырехполюсника при коротком замыка
нии, где i — входной электрод, k выходной элек
трод, / — общий электрод.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 2 1971 г.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 15172-70 
Справочное

Наименования буквенных обозначений электрических параметров
транзисторов

Буквенные
обозначения Наименования

7 св о  
1ево

1С В8
d  CE&at

Обратный ток коллектора 
Обратный ток эмиттера 
Начальный ток коллектора
Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме на

сыщения
Иввлаг

U ( L ) cEO

Напряжение между базой и эмиттером в режиме насыщения
Напряжение между коллектором и эмиттером при пулевом 

токе базы и заданном токе эмиттера
Rth ja Общее тепловое сопротивление транзистора (переход — ок

ружающая среда)
Rtk jc

Rth jcM
fhltb

f r
h i u

Тепловое сопротивление транзистора (переход — корпус) 
Тепловое сопротивление транзистора в импульсном режиме 
Предельная частота коэффициента передачи тока 
Граничная частота коэффициента передачи тока
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме 

с общим эмиттером
h u t Входное сопротивление в режиме малого сигнала в скеме с 

общей базой
Re (hiie) 

hize
Активная составляющая полного входного сопротивления
Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме ма

лого сигнала в схеме с общим эмиттером
hizb Коэффициент обратной связи по напряжению в режима ма

лого сигнала в схеме с общей базой
hzie Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в 

режиме малого сигнала



Стр. 6

Продолжение

Буквенные
обозначения Наименования

|У«.| Модуль проводимости прямой передачи в схеме с общим 
эмиттером

\fl2ie]

h lZ e

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте
Выходная проводимость в режиме малого сигнала в схеме 

с общим эмиттером
Ьггъ Выходная проводимость в режиме малого сигнала в схеме с 

общей базой
2̂1 Е Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим 

эмиттером в режиме большого сигнала
Y u . Полная входная проводимость в схеме с общим эмиттером 

в режиме малого сигнала
У г г , Полная выходная проводимость в схеме с общим эмиттером 

в режиме малого сигнала
У И в Полная проводимость обратной передачи в схеме с общим 

эмиттером в режиме малого сигнала
2̂1* Полная проводимость прямой передачи в схеме с общим 

эмиттером в режиме малого сигнала
KliE Статическая крутизна прямой передачи от входа на выход 

транзистора
Г ь ь

С с

Сопротивление базы 
Емкость коллекторного перехода

? ь ь ' С с Постоянная времени цепи обратной связи на высокой час- 
тоте

С е Емкость эмиттерного перехода

F Коэффициент шума

и Время рассасывания

to  п Время включения

t o f f Время выключения

К в Коэффициент насыщения (степень насыщения)

R ПЕТЛЯХ Максимальное внешнее сопротивление между базой н эмит
тером

С В Е т а х Максимально допустимое напряжение между эмиттером и
базой

Сев та* Максимально допустимое напряжение между коллектором и 
базой
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Продолжение

Буквенные
обозначения Наименования

U СЕтаах Максимально допустимое напряжение между коллектором 
и эмиттером

7 стах 
Icaatm ах

Максимально допустимый ток коллектора
Максимально допустимый ток коллектора в режиме насы

щения
Р  стах 
/jmax 

tamb min 
U cmm max

Максимально допустимая мощность на коллекторе 
Максимально допустимая температура перехода 
Минимально допустимая температура окружающей среды
Максимально допустимое импульсное напряжение между 

коллектором и эмиттером
7cAf max 
-Pat max 
7* out

Uebji

Максимально допустимый импульсный ток коллектора 
Максимально допустимая импульсная мощность 
Выходная мощность транзистора на заданной частоте 
Плавающий потенциал эмиттер — база

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 2 1971 г.).
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